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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝，其包括：一第一半導體晶片，其包含：一第一基板，其具有彼此相對
之一第一表面及一第二表面；複數個第一貫穿電極，其穿透該第一基板且彼此間隔開，

該複數個第一貫穿電極包含交替安置的第一奇數貫穿電極及第一偶數貫穿電極；複數個

第一前側凸塊，其安置於該第一基板之該第一表面上且連接至該等第一貫穿電極當中之

該等第一奇數貫穿電極；及複數個第一背側凸塊，其安置於該第一基板之該第二表面上

且連接至該等第一貫穿電極當中之該等第一偶數貫穿電極；及一第二半導體晶片，其包

含：一第二基板，其具有彼此相對之一第一表面及一第二表面；複數個第二貫穿電極，

其穿透該第二基板且彼此間隔開，該複數個第二貫穿電極包含交替安置的第二奇數貫穿

電極及第二偶數貫穿電極；複數個第二前側凸塊，其安置於該第二基板之該第一表面上

且連接至該等第二貫穿電極當中之該等第二奇數貫穿電極；及複數個第二背側凸塊，其

安置於該第二基板之該第二表面上且連接至該等第二貫穿電極當中之該等第二偶數貫穿

電極，其中該等第一及第二半導體晶片彼此組合以使得該第一基板之該第一表面面向該

第二基板之該第二表面。

2.　如請求項 1之半導體封裝，其中該等第二背側凸塊電連接至該等第二偶數貫穿電極；且
其中該等第一前側凸塊電連接至該等第一奇數貫穿電極。

3.　如請求項 1之半導體封裝，其中該等第一前側凸塊中之每一者包含依序堆疊於該等第一
奇數貫穿電極中之一者上之一第一金屬層及一第一接觸金屬層，且其中該等第一背側凸

塊中之每一者包含依序堆疊於該等第一偶數貫穿電極中之一者上之一第二金屬層及一第

二接觸金屬層。
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4.　如請求項 1之半導體封裝，其中該等第二前側凸塊中之每一者包含依序堆疊於該等第二
奇數貫穿電極中之一者上之一第三金屬層及一第三接觸金屬層，且其中該等第二背側凸

塊中之每一者包含依序堆疊於該等第二偶數貫穿電極中之一者上之一第四金屬層及一第

四接觸金屬層。

5.　如請求項 3之半導體封裝，其中該等第一前側凸塊之該等第一接觸金屬層接觸該第二半
導體晶片。

6.　如請求項 3之半導體封裝，其中該等第一前側凸塊之該等第一接觸金屬層電連接至該等
第二奇數貫穿電極。

7.　如請求項 4之半導體封裝，其中該等第二背側凸塊之該等第四接觸金屬層接觸該第一半
導體晶片。

8.　如請求項 4之半導體封裝，其中該等第二背側凸塊之該等第四接觸金屬層電連接至該等
第一偶數貫穿電極。

9.　如請求項 1之半導體封裝，其中該第一半導體晶片進一步包含：一第一絕緣層，其安置
於該第一基板之該第一表面上；及複數個導電接觸墊，其安置於該第一絕緣層中且與該

等第一貫穿電極接觸，其中該第二半導體晶片進一步包含：一第二絕緣層，其安置於該

第二基板之該第一表面上；及複數個導電接觸墊，其安置於該第二絕緣層中且與該等第

二貫穿電極接觸，其中該等第一及第二基板之該等第一表面係毗鄰於在該等第一及第二

基板中界定之作用區的該等第一及第二基板之前側表面，其中該等第一及第二基板之該

等第二表面係該等第一及第二基板之背側表面，其中該等第一前側凸塊安置於該第一半

導體晶片之該等接觸墊上，且其中該等第二前側凸塊安置於該第二半導體晶片之該等接

觸墊上。

10.   如請求項 9之半導體封裝，其中該第一半導體晶片之該等接觸墊包含連接至該等第一奇
數貫穿電極之第一接觸墊及連接至該等第一偶數貫穿電極之第二接觸墊，且其中該第二

半導體晶片之該等接觸墊包含電連接至該等第二奇數貫穿電極之第三接觸墊及電連接至

該等第二偶數貫穿電極之第四接觸墊。

11.   如請求項 10之半導體封裝，其中該等第一及第二半導體晶片中之每一者進一步包含安置
於該等第一、第二、第三及第四接觸墊中之每一者上之第一擴散障壁圖案。

12.   如請求項 11之半導體封裝，其中該等第一擴散障壁圖案中之每一者包含一鎳材料。
13.   如請求項 11之半導體封裝，其中該等第二背側凸塊接觸該第一半導體晶片之該等第一擴

散障壁圖案。

14.   如請求項 3之半導體封裝，其中該等第一及第二半導體晶片中之每一者進一步包含安置
於該第二表面上且覆蓋該等奇數貫穿電極之第二擴散障壁圖案。

15.   如請求項 14之半導體封裝，其中該等第一前側凸塊之該等第一接觸金屬層接觸該第二半
導體晶片之該等第二擴散障壁圖案。

16.   如請求項 13之半導體封裝，其中該等第二擴散障壁圖案中之每一者包含一鎳材料。
17.   一種半導體封裝，其包括：一第一半導體晶片，其包含：一第一基板，其具有一第一表

面及一第二表面，複數個第一貫穿電極，其穿透該第一基板且在該第一表面至該第二表

面之間延伸，及複數個第一前側凸塊，其安置於該第一基板之該第一表面上且連接至該

等第一貫穿電極當中之第一奇數貫穿電極；及一第二半導體晶片，其包含：一第二基

板，其具有一第一表面及一第二表面，複數個第二貫穿電極，其穿透該第一基板且在該

第一表面與該第二表面之間延伸，及複數個第二前側凸塊，其安置於該第二基板之該第

一表面上且連接至該等第二貫穿電極當中之第二偶數貫穿電極，其中該等第一及第二半

導體晶片彼此組合以使得該第一基板之該第一表面面向該第二基板之該第一表面。
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18.   如請求項 17之半導體封裝，其中該等第一前側凸塊中之每一者包含依序堆疊於該等第一
奇數貫穿電極中之一者上之一第一金屬層及一第一接觸金屬層，且其中該等第二前側凸

塊中之每一者包含依序堆疊於該等第二偶數貫穿電極中之一者上之一第二金屬層及一第

二接觸金屬層。

19.   如請求項 17之半導體封裝，其中該第一半導體晶片進一步包含：一第一絕緣層，其安置
於該第一基板之該第一表面上；及複數個接觸墊，其安置於該第一絕緣層中且耦合至該

等第一貫穿電極，其中該第二半導體晶片進一步包含：一第二絕緣層，其安置於該第二

基板之該第一表面上；及複數個接觸墊，其安置於該第二絕緣層中且耦合至該等第二貫

穿電極，其中該等第一及第二基板之該等第一表面係毗鄰於在該等第一及第二基板中界

定之作用區的該等第一及第二基板之前側表面，其中該等第一及第二基板之該等第二表

面係該等第一及第二基板之背側表面，其中該等第一前側凸塊安置於該第一半導體晶片

之該等接觸墊上，且其中該等第二前側凸塊安置於該第二半導體晶片之該等接觸墊上。

圖式簡單說明

鑒於附圖及隨附詳細闡述，本發明之各種實施例將變得更明瞭，在附圖中：圖 1係圖解
說明根據一實施例之一半導體裝置之一剖面圖；圖 2係圖解說明根據另一實施例之一半導體
裝置之一剖面圖；圖 3係圖解說明包含圖 2之半導體裝置之一半導體封裝之一剖面圖；圖 4
係圖解說明根據另一實施例之一半導體封裝之一剖面圖；圖 5至圖 16係圖解說明根據一實施
例之製造一半導體封裝之一方法之剖面圖；圖 17係圖解說明根據一實施例之經製造以包含一
半導體裝置之一半導體封裝之一剖面圖；圖 18係圖解說明包含根據某些實施例之半導體裝置
中之至少一者之一電子系統之一方塊圖；且圖 19係圖解說明包含根據某些實施例之半導體裝
置中之至少一者之另一電子系統之一方塊圖。

(3)

- 6091 -



(4)

- 6092 -



(5)

- 6093 -



(6)

- 6094 -



(7)

- 6095 -



(8)

- 6096 -



(9)

- 6097 -



(10)

- 6098 -



(11)

- 6099 -



(12)

- 6100 -



(13)

- 6101 -


